TRANZYSTORY n-p-n
BSXP65, BSXP66 i BSXP67

Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do ukla-r
déw szybko przelgczajgcych Sredniej mocy oraz do wzmac-

niaczy matej i §redniej czestotliwosei,

Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie z obu-

dows.
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Tranzystor w obudowie metalowej TOS5(CE21).
Baza jest polgczona elektrycznie z obudowa.

DANE TECHNICZNE

Warto$ci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza Ucge
Napiecie kolektor-

emiter Ucko
.~~Napiecie emiter-baza  Ugs,
Prad kolektora Ic
Prad bazy Ig
Moc strat  ~ Pc
Temperatura zigeza t;

Zakres temperatury
skladowania tstg

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-otoczenie
zlgcze-obudowa

Ringg-cy
Renj-o)

TRANZYSTOR BSXP65

Parametry statyczne

przy tams = 298 K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza

przy Icgo = 10 pA U(srycBo

60

30
5
0,8
80
500
448
(175 °C)

REBPLd <

233...373 K
(—40...-+100 °C)

<300 K/wW
<83 K/wW

min., maks.

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy IEB() =10 !,LA.

Prad wsteczny
kolektora
przy Ucps =50V
przy Ucso = 50V,

tamp = 373 K (100°C)
Prad wsteczny emitera

przy Ugpo =3V
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 150 mA,

Is = 15mA
przy Ic = 500 mA,
Ip =50 mA

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 150 mA,

Is =15mA
przy Ic = 500 mA,
Ip =50 mA

Wsp6iczynnik wzmoc-

nienia pragdowego

przy Ice = 0,1 mA

ch =10V

przy Ic = 1 mA,

UCE =10V

przy Ic = 10mA,

Ucg =10V

przy Ic = 150 mA,

Ucg=10V

przy Ic = 500 mA,
) UCE =10V

przy Ic = 150 mA,

UCE =1V

przy Ic = 150 mA,

UCE =10 V,

tamp = 233 K (—40°C)

U(sr)cEo

U(Br)EBO

Icmo
Ico

Igpo

Uggsat

UpEsat

Ucgsat

Ucgsat

hag
haie
hae
haie
haie

hae

h2lE

TRANZYSTOR BSXP66

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza
72y Icpo = pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA

Usr)cro

U(Br)cEo
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30-74/2

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Izso = 10 pA
Prad wsteczny
kolektora
przy Ucgg =50V’
przy Ucpy = 50V,
tams = 373 K (100°C)
Prad wsteczny emitera
przy Ugpo =3V
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 150 mA,
Is =15mA
przy Ic == 500 mA,
Ig =50 mA
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic =150 mA,

Ig =15mA
przy Ic = 500 mA,
Ig = 50 mA

Wspbtczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 0,1 mA,
Ucz =10V
przy Ic = 1mA,
Ucg=10V
przy Ic = 10 mA,
ch =10V
przy Ic = 150 mA,
ch =10V
przy Ic = 500 mA,
Ucg=10V
przy Ic = 150 mA,
Ucg=1V
przy Ic = 150 mA,
Uce =10V,

U(Br)EBO

Icsno
Icmo

Iggo.

UBEsat

Usgsat

Ucksat

UC Esat

hae
hag
haie
hae
hax

hoe

tamp = 233K (—40°C) haiz

TRANZYSTOR BSXP67

Parametry statyczne

orzy tamp =298 K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Icpp = 10 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =10 mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Igso = 10 pA

Prad wsteczny
kolektora
przy Ucge =50V
przy Ucsy =50V,
tamp = 373 K (100°C)

Prad wsteczny emitera
przy Uzgo =3V

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 1560 mA,
Iz =15mA

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 150 mA,
Ig=15mA

U(sr)cao

Usr)ceo

U(sr)EBD

- Icmo

Iceo

Igno

UBEmt

Ucegsat
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min.
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1,3
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0,4

1,6

maks.
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13

0,4

nA
pA

nA

nA

nA

Wspblczynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = 1mA,
Ucz =10V
przy Ic =10mA, .
ch =10V
przy Ic = 150 mA,
Ucg=10V
przy Ic = 150 mA,
UCE =1V
przy Ic = 150 mA,
Uce=10V,
tamb = 233 K (—40°C)

TRANZYSTORY BSXP65 BSXP66 i BSXP67

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298K
(25°C)
Czestotliwo§é przeno-
szenia
przy Ic = 20 mA,
UCE =10 V,
= 100 MHz
Pojemnoéé wyjsciowa
przy Ucg =10V,
f=1MHz
Pojemno$é wejsSciowa -
przy Ues = 0,5V,
f=1MHz
Stala czasu sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 20 mA,
Uce=20V, ~
f =50 MHz
Czas wlgczania
Czas wylaczania
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Charakterystyki wyijsciowe Ic(Ucg); Is — parametr
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Charakterystyki wyjsciowe Ic(Ucg); Is — parametr Charakterystyka wejSciowa Is(Usk)
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Zalezno$é wspblczynnika wzmocnienia pradowego
od pradu kolektora
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Charakterystyka przejSciowa Ic(Ugg)
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Zalezno§é napiecia nasycenia kolektor-emiter od Zaleznoéé napiecia nasycenia baza-emiter od pradu
pradu kolektora kolektora

23 Elementy péiprzewodnikowe
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Zalezno$é czestotliwo§ei przenoszenia od pradu ko-
lektora :
BSXP65-67
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Zalezno§¢é pradu wstecznego kolektora od tempe-
ratury
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Uktad pomiarowy czasu wylgczania
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Zalezno§é pojemnosci kolektora i emitera od na-
piecia kolektora i emitera
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Zaleznoéé dopuszczalnej mocy strat od temperatury
otoczenia
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Uklad pomiarowy czasu wilgczania

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR

MUNITRR
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NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW

Zaklad Doswiadczalny Polprzewodnikéow przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa
telefon: 431431 do 39, teleks: 813219
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

